
  

 

News Release  

問い合わせ先：豊田合成(株) 大榮・清水  Tel. 052-400-
5131 

 

2025 年 1 月 9 日 

パッケージ化 バルク結晶 GaN 基板 
（複数枚） 

基板の作製 半導体の作製 

素子化 

成長 スライス 

種結晶の下地 
GaN微結晶を並べた 

サファイア基板 

種結晶 
成長した結晶を 

サファイア基板から剥離､ 
円形に加工 

成長 

GaN 微結晶 

＜環境省のプロジェクト
※1

における開発概要＞ 

今回､性能を実証 当社の開発担当領域 

  

＜学術誌の論文の趣旨※2＞ 

バラつき小 

33% 
72% 

「オン抵抗」の比較 「キャリア濃度」の比較 

バラつき小 

結果 1：複数素子の「オン抵抗のバラつきの抑制」 
ドリフト層（耐圧保持層）のキャリア濃度（電子濃度）の 
面内のバラつきが小さいことに由来。 
（基板の平坦性が良いことに起因すると推定される） 

市販の基板（グラフ：赤）と開発した基板（グラフ：青）で、 
約 20 個の素子を作成し、主要な性能を比較 

バラつき小 

結果 2：リーク電流（漏れ電流）の「歩留まりの向上」 (33%→72%) 

 

高品質な GaN 基板による 
パワー半導体の性能向上を検証 

～国際的な学術誌 physica status solidi で紹介～ 
豊田合成株式会社（本社：愛知県清須市､社長 兼 CEO：齋藤克巳）が GaN パワー半導体向けに開発した

GaN 基板の高品質化技術により、パワー半導体の性能を高められることが検証され、固体物理学の国際的な

学術誌（physica status solidi）で紹介されました。 

パワー半導体は電力制御に幅広く使われるため、社会全体の CO2削減のため性能向上が求められています。

素材に窒化ガリウム（GaN）を用いると、従来のシリコンに比べて電力制御時の損失を 10 分の 1 に減らせるなど

性能を大幅に高められますが、その普及には品質が高く直径の大きな GaN 基板の実用化が不可欠です。 

当社は、GaN基板の高品質化・大口径化を通じた高性能なGaNパワー半導体の幅広い社会実装を目指し、

環境省が主導するプロジェクト※1 に参画し開発を進めています。その成果の 1 つとして､大阪大学と共同開発した

種結晶を使って GaN 基板を作製し、その基板上にパワー半導体素子を作製して動作性能を調べた結果、市販

の基板を用いた場合と比べ､電力の制御性能の向上と素子製造時の歩留まりの向上が実証されました。 

今後も高品質･大口径の GaN 基板の早期の量産化に向け､産官学連携で取り組んでいきます。 

※1 「GaN技術による脱炭素社会・ライフスタイル先導イノベーション事業」。GaN基板の開発を 

ベースに、応用製品の社会実装による CO2削減効果の検証までを含めた大型プロジェクト。 

※2 Yusuke Mori, et al. 2024. ‘Characteristics of Vertical Transistors on a GaN Substrate 
Fabricated via Na-Flux Method and Enlargement of the Substrate Surpassing 6 Inches’. 
physica status solidi (RRL) – Rapid Research Letters, Volume 18, Issue 11. 

国際的な学術誌（physica status solidi）の扉ページ 
（掲載写真は大阪大学と共同開発した種結晶） 

  

サファイア基板 

液体金属 
(ナトリウム・ガリウムを混合) 

 ①サファイア基板上に 
GaNの微結晶を配置 

 ②結晶の均一な成長と 
不純物の抑制を実現 
（温度制御・攪拌の工夫など） 

 

 

＜GaN 基板の高品質化技術（大型炉内のイメージ）

＞ 


